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1. La SiPcCl, se dopd quimicamente con el
BrDAc.

Introduccion

La creciente demanda de semiconductores
en la industria, ha provocado el desarrollo
de nuevas dreas de la electrénica, que
involucran el desarrollo de
semiconductores orgdnicos []1]. A
diferencia de los inorgdnicos, estos tienen
la facilidad de incrementar su
conductividad eléctrica, por la formacidon
de estructuras hibridas con matrices
poliméricas [2].

Este trabajo presenta el dopaje y el estudio
de peliculas semiconductoras
orgdanicas compuestas, basadas en
matriz de polimetilmetacrilato (PMMA),
con dicloruro de ftalocianina de silicio
(SiPcCl,) dopada con el 4cido (2E, 4Z)-5-
(4-bromotenil)-7-tenilhepta-2, 4-dien-6-
inoico (BrDAc), para su uso en dispositivos
fotovoltaicos solares [3].

Metodologia

2. PMMA se disolvié en cloroformo a bano
maria a 55°C por 10 min para formar
dos matrices.

3. Una matriz fue tratada con SiPcCl,
dopada y la segunda fue tratada con
SiPcCl, sin doparr.

4. Las mezclas hibridas fueron depositadas
en sustratos de 6xido de indio y estano,
formando las peliculas orgdnicas..

5. Las peliculas fueron caracterizadas en
topogratia, comportamiento oéptico y
fotovoltdico.
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basadas en SiPcCl, dopada, mediante
depédsito por goteo, para su uso en

dispositivos fotovoltaicos orgdnicos. Figura 1. Proceso

Metodologico

El estudio topografico de microscopia de fuerza atémica se llevéd
a cabo para evaluar la estructura mortolégica de las peliculas
dopada (PMMA-PcDAc) y sin dopar (PMMA-Pc), las cuales
presen’roron un valor de rugosidad RMS de 10. 24y 15.95 nm
- m y una rugosidad media de 7.98 y
12,08 nm respectivamente.

La baja rugosidad en la
topografia respalda la técnica
para la produccién de
peliculas delgadas.

(a)

80

Los band gap de Tauc,
referente a la brecha
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Asimismo, la transmitancia (Figura 3b) mayor al Wavelength (nm)

~60% confirman la transparencia 6ptica de las

peliculas. Las transiciones electrénicas se
calcularon mediante el modelo de Tauc (Figura 3¢),
con brechas de 1.74 y 1.78 eV para PMMA-Pc y
PMMA-PcDAc respectivamente, con una transicién
adicional de 1.92 eV en el ¢ltimo.

factibilidad de aplicaciones
en dispositivos fotovoltaicos.
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El comportamiento fotovoltdico de los dispositivos
(Figura 1)) revelé una densidad de corriente de
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